Магнитные свойства TiO2 легированного 3d5-ионами Co и Fe
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Хорошо известно, что разбавленные магнитные полупроводники на основе наноматериалов TiO2 являются перспективными материалами для спинтроники, катализа и использования в сенсорах, устройствах, основанных на эффекте переноса спин-поляризованных носителей заряда [1]. Подходящими для таких целей могут быть ферромагнитные оксидные полупроводники, которые характеризуются высокими значениями намагниченности и температуры Кюри. В литературе предлагается использовать диоксид титана TiO2, легированный примесями различных переходных металлов [2,3]. Для промышленного применения образец должен обладать собственным ферромагнетизмом при комнатной температуре в полупроводниковом материале. Широкополосные металлоксидные полупроводники (в том числе TiO2 (рутил, анатаз, бруцит)), в которых небольшая часть катионов замещена магнитными ионами, могут проявлять ферромагнитные свойства при комнатной температуре, сохраняя при этом свойства незамещенного полупроводника [4, 5]. В работе проведен расчет спектров ЭПР порошка для 3d5 ионов кобальта и железа, легированных в  TiO2, при различных параметрах анизотропии D, используя спиновый гамильтониан вида, когда магнитное поле направлено вдоль оси z:
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где S – полный спин парамагнитного иона, D – тензор анизотропии, Н – магнитное поле.

Рис.1 Рассчитанные спектры магнитного резонанса для X - и Q - диапазонов
Проведено сравнение теоретически рассчитанных спектров ЭПР и зарегистрированных в X- и Q- диапазонах. 
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